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본 발명은 액정표시장치 및 그의 제조방법과 그의 리페어 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 액정표시장치는

기판 상에 형성된 게이트 배선, 게이트 전극 및 상기 게이트 배선과 동일층에 형성되는 공통배선과, 상기 게이트

배선을 포함한 기판 전면에 형성된 게이트 절연막과, 상기 게이트 배선과 교차되어 화소영역을 정의하고, 상기

공통배선 상부에 상응하도록 형성된 데이터 배선 및 상기 데이터 배선에서 연장된 소스 전극 및 소스 전극에서

일정간격 이격된 드레인 전극과, 상기 데이터 배선을 포함한 기판 전면에 형성된 보호막과, 상기 보호막 상에 형

성되고 상기 드레인 전극과 접속되는 화소전극을 포함하고, 상기 공통배선은 하나의 배선이 일영역에서 소정의

공간을 두고 분리된 제1 및 제2 공통배선과, 상기 제1 및 제2 공통배선 사이의 소정공간에 형성되며, 레이저를

이용한 리페어 공정시 리페어 패턴으로 이용되는 제3 공통배선을 포함한다. 
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판 상에 형성된 게이트 라인, 게이트 전극 및 상기 게이트 라인과 동일층에 형성되는 공통라인과, 

상기 게이트 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 게이트 절연막과,

상기 게이트 라인과 교차되어 화소영역을 정의하고, 상기 공통라인 상부에 상응하도록 형성된 데이터 라인 및

상기 데이터 라인에서 연장된 소스 전극 및 소스 전극에서 일정간격 이격된 드레인 전극과, 

상기 데이터 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 보호막과, 

상기 보호막 상에 형성되고 상기 드레인 전극과 접속되는 화소전극을 포함하고, 

상기 공통라인은 하나의 라인이 일영역에서 소정의 공간을 두고 분리된 제1 및 제2 공통라인과, 

상기 제1 및 제2 공통라인 사이의 소정공간에 형성되며, 레이저를 이용한 리페어 공정시 리페어 패턴으로 이용

되는 제3 공통라인을 포함하는 액정표시장치. 

청구항 2 

제1 항에 있어서, 상기 공통라인은 

상기 데이터 라인의 선폭보다 넓은 선폭으로 형성되어 상기 공통라인의 양측 끝단이 노출되는 것을 특징으로 하

는 액정표시장치. 

청구항 3 

제1 항에 있어서, 상기 제3 공통라인은 

상기 제1 및 제2 공통라인을 연결하기 위해 중심부에 일자형의 패턴을 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 액

정표시장치. 

청구항 4 

기판 상에 게이트 라인, 게이트전극, 제1, 제2 및 제3 공통라인을 각각 형성하는 단계와, 

상기 게이트 라인이 형성된 기판 전면에 게이트 절연막을 형성하는 단계와, 

상기 게이트 절연막 상에 반도체 패턴과 소스/드레인 전극 및 데이터 라인을 형성하는 단계와, 

상기 소스/드레인전극이 형성된 제1 기판 상에 보호막을 형성한 후 패터닝하여, 상기 드레인 전극을 노출하는

콘택홀을 형성하는 단계와, 

상기 드레인 전극과 전기적으로 접속하는 화소전극을 형성하는 단계를 포함하는것을 특징으로 하는 액정표시장

치의 제조방법. 

청구항 5 

제4 항에 있어서, 상기 제1 및 제2 공통라인은 하나의 라인이 일영역에서 소정의 공간을 두고 분리되도록 형성

하고, 상기 제3 공통라인은 레이저를 이용한 리페어 공정시 리페어 패턴으로 이용되도록 상기 제1 및 제2 공통

라인 사이의 소정공간에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 6 

제4 항에 있어서, 상기 공통라인은 

상기 데이터 라인의 선폭보다 넓은 선폭으로 형성되어 상기 공통라인의 양측 끝단이 노출되는 것을 특징으로 하

는 액정표시장치의 제조방법. 

청구항 7 

제4 항에 있어서, 상기 제3 공통라인은 
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상기 제1 및 제2 공통라인을 연결하기 위해 중심부에 일자형의 패턴을 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 액

정표시장치의 제조방법. 

청구항 8 

기판 상에 형성된 게이트 라인, 게이트 전극 및 상기 게이트 라인과 동일층에 형성되는 공통라인과, 상기 게이

트 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 게이트 절연막과, 상기 게이트 라인과 교차되어 화소영역을 정의하고, 상

기 공통라인 상부에 상응하도록 형성된 데이터 라인 및 상기 데이터 라인에서 연장된 소스 전극 및 소스 전극에

서 일정간격 이격된 드레인 전극과, 상기 데이터 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 보호막과, 상기 보호막 상

에 형성되고 상기 드레인 전극과 접속되는 화소전극을 포함하고, 상기 공통라인은 하나의 라인이 일영역에서 소

정의 공간을 두고 분리된 제1 및 제2 공통라인과, 상기 제1 및 제2 공통라인 사이의 소정공간에 형성되며, 레이

저를 이용한 리페어 공정시 리페어 패턴으로 이용되는 제3 공통라인을 포함하는 액정표시장치의 리페어 방법에

있어서, 

상기 제3 공통라인의 양측 끝단에 상응하는 상기 보호막과 상기 게이트 절연막에 레이저를 조사하여 상기 제3

공통라인의 양측 끝단을 절단하는 단계를 포함하는 액정표시장치의 리페어방법. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 액정표시장치 및 그의 제조방법과 그의 리페어 방법에 관한 것이다. [0001]

    배 경 기 술

액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하는 것으로, 상기 액정은 구조가 가늘고[0002]

길기 때문에 분자의 배열에 방향성을 갖고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자 배열의 방향을

제어할 수 있다. 

따라서, 상기 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의해[0003]

상기 액정의 분자배열 방향으로 빛이 굴절되어 화상정보를 표현할 수 있다. 

현재에는 전술한 바 있는 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터에 연결된 화소전극이 행렬방식으로 배열된[0004]

능동 행렬액정 표시장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주목 받고

있다. 

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 도시한 분해 사시도이다. [0005]

도 1을 참조하면, 일반적인 액정표시장치(11)는 블랙매트릭스(6)와 서브 컬러필터(7)를 포함하는 컬러필터 상에[0006]

투명한 공통전극(5)이 형성된 상부기판(8)과, 화소영역(P) 및 화소영역 상에 형성된 화소전극(18)과 스위칭 소

자(T)로서의 박막트랜지스터 및 데이터 라인(17), 게이트 라인(16)이 형성된 하부기판(10)으로 구성되며, 상기

상부기판(8)과 하부기판(10) 사이에는 액정(미도시)이 충진되어 있다.

상기 하부기판(10)을 박막트랜지스터 기판이라고도 하며, 상기 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스 형[0007]

태로 위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트 라인(16)과 데이터 라인(17)이 형성

되며, 또한 상기 게이트 라인(16)과 데이터 라인(17)이 교차하여 정의되는 영역이 상기 화소영역(P)이 되는 것

이다. 

여기서 상기 게이트 라인(16)은 상기 박막 트랜지스터(T)의 게이트 전극을 구동하는 펄스 전압을 전달하며, 상[0008]

기 데이터 라인(17)은 상기 박막 트랜지스터(T)의 소스전극을 구동하는 신호전압을 전달하는 수단이다. 이때,

상기 게이트전극의 신호에 의해 임의의 소스전극에 액정을 구동할 수 있는 전압이 인가되고, 나머지에는 액정

구동전압보다 작은 전압이 인가된다면, 액정 구동전압이 인가된 화소만 동작을 할 것이다. 

이와 같이 다수 개의 화소전극을 각각 독립적으로 구동하기 위해 전체 표시면적에 게이트 라인 및 데이터 라인[0009]

이 매트릭스 형태로 배치되어 있으며, 이러한 게이트 라인 및 데이터 라인은 스위칭 소자인 박막트랜지스터를

구동하기 위해 사용된다. 

공개특허 10-2011-0064584

- 4 -



그러나, 상기 어레이 기판 상에 형성되는 상기와 같은 구성요소에는 제작공정 중 여러 가지 원인에 의해 불량이[0010]

나타날 수 있다. 이러한 결함은 형태에 따라 점 결함(dot defect), 선 결함(line defect) 또는 표시얼룩으로 나

눌 수 있으며, 점 결함은 박막트랜지스터 소자 또는 화소전극 등의 불량으로 발생되고, 선 결함은 라인의 오픈,

단락 및 정전기에 의한 박막트랜지스터 등의 파괴에 기인한다. 

이러한 결함들은 이미지 소자의 표시면적이 대면적화됨에 따라 더욱 중요한 문제로 대두되고 있으며, 특히 라인[0011]

결함의 경우 하나라도 발생하게 되면 제품으로서의 가치가 없어지게 되므로, 이와 같은 수율 저하를 방지하기

위해 상기 선 결함에 대한 리페어는 반드시 필요한 것이다. 예를 들면, 데이터 라인 또는 게이트 라인 중 한 라

인의 일부가 인접한 라인들과 쇼트되었다고 가정하면 쇼트된 라인과 연결되어 있는 모든 박막트랜지스터의 동작

이 불가능하게 될 것이고, 이러한 어레이 기판에서의 결함은 액정표시소자에서 치명적인 결함이 되는 것이다. 

한편, 최근 들어 개구율 향상을 위해, 게이트 라인과 동일층으로 형성되는 공통 라인을 데이터 라인 하부에 배[0012]

치하여 데이터 라인의 주변부에 형성되는 빛샘영역을 차단하는 액정표시장치가 사용되고 있다. 

그러나, 상기와 같은 구조의 액정표시장치를 형성함에 있어서, 데이터라인용 물질 또는 공통라인용 물질 자체[0013]

특성과 이물질에 의한 영향 등으로 인해 데이터 라인과 공통라인 사이에 형성된 게이트 절연막을 관통하여 데이

터 라인과 공통라인간의 쇼트(short)불량이 발생되고 이와 연결된 모든 박막 트랜지스터의 동작이 불가능하게

되어 전체 화소영역의 불량이 발생하게 되는 문제점이 있다. 

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 데이터라인과 공통라인간의 쇼트불량이 발생되어 전체 화소영[0014]

역의 불량으로 발생하지 않도록 리페어 패턴이 구비된 액정표시장치 및 그의 제조방법과 그의 리페어 방법을 제

공함에 있다. 

        과제 해결수단

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치는 기판 상에 형성된 게이트 라인, 게이트 전극 및[0015]

상기 게이트 라인과 동일층에 형성되는 공통라인과, 상기 게이트 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 게이트 절

연막과, 상기 게이트 라인과 교차되어 화소영역을 정의하고, 상기 공통라인 상부에 상응하도록 형성된 데이터

라인 및 상기 데이터 라인에서 연장된 소스 전극 및 소스 전극에서 일정간격 이격된 드레인 전극과, 상기 데이

터 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 보호막과, 상기 보호막 상에 형성되고 상기 드레인 전극과 접속되는 화소

전극을 포함하고, 상기 공통라인은 하나의 라인이 일영역에서 소정의 공간을 두고 분리된 제1 및 제2 공통라인

과, 상기 제1 및 제2 공통라인 사이의 소정공간에 형성되며, 레이저를 이용한 리페어 공정시 리페어 패턴으로

이용되는 제3 공통라인을 포함한다. 

상기 공통라인은 상기 데이터 라인의 선폭보다 넓은 선폭으로 형성되어 상기 공통라인의 양측 끝단이 노출된다. [0016]

상기 제3 공통라인은 상기 제1 및 제2 공통라인을 연결하기 위해 중심부에 일자형의 패턴을 갖도록 형성된다. [0017]

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조방법은 기판 상에 게이트 라인, 게이트전극,[0018]

제1, 제2 및 제3 공통라인을 각각 형성하는 단계와, 상기 게이트 라인이 형성된 기판 전면에 게이트 절연막을

형성하는  단계와,  상기  게이트  절연막  상에  반도체  패턴과  소스/드레인  전극  및  데이터  라인을  형성하는

단계와, 상기 소스/드레인전극이 형성된 제1 기판 상에 보호막을 형성한 후 패터닝하여, 상기 드레인 전극을 노

출하는 콘택홀을 형성하는 단계와, 상기 드레인 전극과 전기적으로 접속하는 화소전극을 형성하는 단계를 포함

한다. 

상기 제1 및 제2 공통라인은 하나의 라인이 일영역에서 소정의 공간을 두고 분리되도록 형성하고, 상기 제3 공[0019]

통라인은 레이저를 이용한 리페어 공정시 리페어 패턴으로 이용되도록 상기 제1 및 제2 공통라인 사이의 소정공

간에 형성된다. 

상기 공통라인은 상기 데이터 라인의 선폭보다 넓은 선폭으로 형성되어 상기 공통라인의 양측 끝단이 노출된다. [0020]

상기 제3 공통라인은 상기 제1 및 제2 공통라인을 연결하기 위해 중심부에 일자형의 패턴을 갖도록 형성된다. [0021]

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치의 리페어방법은 기판 상에 형성된 게이트 라인, 게[0022]
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이트 전극 및 상기 게이트 라인과 동일층에 형성되는 공통라인과, 상기 게이트 라인을 포함한 기판 전면에 형성

된 게이트 절연막과, 상기 게이트 라인과 교차되어 화소영역을 정의하고, 상기 공통라인 상부에 상응하도록 형

성된  데이터  라인  및  상기  데이터  라인에서  연장된  소스  전극  및  소스  전극에서  일정간격  이격된  드레인

전극과, 상기 데이터 라인을 포함한 기판 전면에 형성된 보호막과, 상기 보호막 상에 형성되고 상기 드레인 전

극과 접속되는 화소전극을 포함하고, 상기 공통라인은 하나의 라인이 일영역에서 소정의 공간을 두고 분리된 제

1 및 제2 공통라인과, 상기 제1 및 제2 공통라인 사이의 소정공간에 형성되며, 레이저를 이용한 리페어 공정시

리페어 패턴으로 이용되는 제3 공통라인을 포함하는 액정표시장치의 리페어 방법에 있어서, 상기 제3 공통라인

의 양측 끝단에 상응하는 상기 보호막과 상기 게이트 절연막에 레이저를 조사하여 상기 제3 공통라인의 양측 끝

단을 절단하는 단계를 포함한다. 

        효 과

상술한 바와 같은 액정표시장치 및 그의 제조방법과 그의 리페어방법은  리페어 패턴인 제3 공통라인을 형성함[0023]

으로써, 공통라인과 데이터 라인간에 쇼트(short)불량이 발생될 경우, 레이저를 이용한 리페어 공정을 통해 상

기 제3 공통라인의 양측 끝단에 레이저를 조사하여 쇼트 불량이 발생된 화소영역과 인접한 화소영역간을 단절시

킴으로써, 해당 화소영역만의 불량으로 전체 화소영역의 불량이 발생하는 것을 개선할 수 있는 효과가 있다. 

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 리페어 패턴이 구비된 액정표시장치 및 그의 제조방[0024]

법, 그리고 그의 리페어방법에 대해 상세히 설명하고자 한다. 

도 2a은 본 발명에 따른 리페어 패턴이 구비된 액정표시장치의 평면도이고, 도 2b는 도 2a의 Ⅰ-Ⅰ' 및 Ⅱ[0025]

-Ⅱ'선상의 단면도이다. 

도 2a 및 도 2b에 도시된 바와 같이, 액정표시장치는 액정층(201)을 사이에 두고 컬러필터 기판(300)과 박막트[0026]

랜지스터 기판(100)으로 형성된다. 

먼저, 컬러필터 기판(300)에는 박막 트랜지스터 기판(100)의 화소영역에 상응하도록 상기 기판상에 형성되는 블[0027]

랙  매트릭스(301)와,  상기  블랙  매트릭스(301)  사이에 형성되는 컬러필터층(미도시)과,  상기  블랙 매트릭스

(301)와 컬러필터층(미도시)이 형성된 기판 상에 형성되는 공통전극(303)을 구비한다. 

그리고, 박막트랜지스터 기판(100)에는 기판(100)상에 상기 화소영역을 정의하는 게이트 라인(102c)과 데이터[0028]

라인(108c)과, 상기 게이트 라인(102c)의 일측에서 돌출 형성된 게이트 전극(102a)와, 상기 게이트 전극(102a)

을 포함한 기판(100)의 전면에 형성된 게이트 절연막(104)와, 상기 게이트 전극(102a) 상부의 상기 게이트 절연

막 상에 아일랜드 형태로 형성되는 반도체 패턴(106)과, 상기 데이터 라인(108c)으로부터 돌출되어 상기 반도체

패턴(106)의 일측 상부에 오버랩된 소스전극(108a)과, 상기 소스 전극(108a)과 일정간격 이격되고 반도체 패턴

의 타측에 오버랩된 드레인 전극(108b)과, 상기 드레인 전극(108b)이 노출되는 콘택홀이 형성된 보호막(110)과,

상기 콘택홀을 통해 드레인 전극(108b)과 콘택되도록 화소영역 상에 형성된 화소전극(112)을 포함한다. 

그리고, 상기 데이터 라인(108c)의 하부에 형성되며, 게이트 전극(102a)과 동일층으로 형성되는 공통라인(102[0029]

b)이 더 구비된다. 

상기 공통라인(102b)은 상기 제1 공통라인(102b1) 및 제2 공통라인(102b3)이 형성되고, 제1 공통라인(102b1)과[0030]

제2 공통라인(102b2)은 하나의 공통라인이 일영역에서 소정의 공간을 두고 절단되어 분리된 제1 및 제2 공통라

인(102b1, 102b2)과, 제1 공통라인(102b1)과 제2 공통라인(102b2) 사이의 소정공간에 리페어 패턴인 제3 공통라

인(102b3)을 포함한다. 

상기 공통라인(102b)은 상기 데이터 라인(108c)의 하부에 형성되어 데이터 라인의 주변부에 형성되는 빛샘영역[0031]

을 차단하여 상부기판에 형성된 블랙 매트릭스의 사이즈를 감소시켜 개구율을 확보할 수 있게 된다. 

그리고, 리페어 패턴인 제3 공통라인(102b3)은 제1 및 제2 공통라인(102b1, 102b2)을 연결하기 위해 중심부에[0032]

일자형의 패턴을 가지게 되고, 데이터 라인(108c)의 선폭보다 넓은 선폭으로 형성되어 제1, 제2 , 제3 공통라인

(102b1, 102b2, 102b3)의 양측 끝단이 노출된다. 

이와 같이, 리페어 패턴인 제3 공통라인(102b3)을 형성함으로써, 공통라인과 데이터 라인간에 쇼트(short)불량[0033]

이 발생될 경우, 레이저를 이용한 리페어 공정을 통해 상기 제3 공통라인(102b3)의 양측 끝단에 레이저를 조사

하여 쇼트 불량이 발생된 화소영역과 인접한 화소영역간을 단절시킴으로써, 해당 화소영역만의 불량으로 전체
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화소영역의 불량이 발생하는 것을 개선할 수 있다. 

이와 같은 리페어 패턴이 형성된 액정표시장치의 제조방법을 도 3a 및 도 3b 내지 도 5a 및 도 5b를 참조하여[0034]

보다 상세히 설명하고자 한다. 

도 3a 및 도 3b에 도시된 바와 같이, 기판(100)상에 제1 도전층을 증착한 후 이를 선택적으로 패터닝하여 게이[0035]

트 전극(102a),  게이트 라인(102c)을 형성한다. 이때, 상기 제1 도전층 패터닝시 제1, 제2 및 제3 공통라인

(102b1, 102b2, 102b3)을 포함한 공통라인(102b) 또한 동시에 형성한다. 

이어, 게이트 라인(102c), 게이트 전극(102b), 공통라인이 형성된 기판(100) 상에 게이트 절연막(104)을 형성한[0036]

다. 

다음으로, 도 4a 및 도 4b에 도시된 바와 같이, 게이트 절연막(104)이 형성된 기판 상에 비정질 실리콘막, 비정[0037]

질 실리콘막 및 제 금속막을 형성한 후 패터닝하여, 활성층 및 오믹접촉층이 적층된 반도체 패턴(106)과 소스

전극(108a)  및  드레인 전극(108b)을  형성한다.  이때,  반도체 패턴(106)과  소스 전극(108a)  및  드레인 전극

(108b)의 형성을 위한 패터닝공정은 비정질 실리콘막/불순물 비정질실리콘막의 패터닝공정후, 데이터용 금속막

의 패터닝공정을 진행하여 두 번의 패터닝공정으로 수행될 수도 있고, 비정질 실리콘막, 불순물 비정질 실리콘

막, 데이터용 금속막을 한번의 패터닝공정을 통해 수행될 수도 있다. 

다음으로, 도 5a 및 도 5b에 도시된 바와 같이, 소스 전극(108a) 및 드레인 전극(108b)이 형성된 기판(100)상에[0038]

보호막(110)을 형성하고, 상기 보호막(100)을 선택적으로 패터닝하여 드레인전극(108b)이 노출되도록 콘택홀을

형성한다. 그리고, 상기 콘택홀이 형성된 기판(100) 상에 투명도전막을 형성한 후 선택적으로 패터닝하여 드레

인전극(108b)과 전기적으로 접속하는 화소전극(112)을 형성한다. 

이와 같이 형성된 액정표시장치의 리페어 방법에 대해 다음에서 설명하고자 한다. [0039]

도 6a 및 도 6b에 도시된 바와 같이, 공통라인(102b)과 데이터 라인(108c)간에 쇼트(short)불량이 발생될 경우,[0040]

레이저를 이용한 리페어 공정을 통해 상기 양측 끝단의 제3 공통라인(102b3)에 레이저(200, 도 6의 '↕'방향으

로 조사됨)를 조사하여 제1 공통라인(102b1)과 제2 공통라인(102b2)을 절단한다. 즉, 제3 공통라인(102b3)의 양

측 끝단에 상응하는 보호막(110)와 게이트 절연막(104)에 레이저를 조사하여 제3 공통라인(102b3)의 양측 끝단

이 절단된다. 

이와 같이 제1 공통라인(102b1)과 제2 공통라인(102b2)를 절단하여 쇼트불량이 발생된 화소영역을 제1 공통라인[0041]

(102b1)와 인접한 화소영역과 제2 공통라인(102b3)을 단절시킴으로써, 해당 화소영역을 리페어한다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 도시한 분해 사시도이다. [0042]

도 2a은 본 발명에 따른 리페어 패턴이 구비된 액정표시장치의 평면도이고, 도 2b는 도 2a의 Ⅰ-Ⅰ' 및 Ⅱ[0043]

-Ⅱ'선상의 단면도이다. 

도 3a 및 도 3b 내지 도 5a 및 도 5b는 본 발명에 따른 리페어 패턴이 형성된 액정표시장치의 제조방법을 도시[0044]

한 공정 순서에 해당하는 평면도와 단면도이다. 

도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른 액정표시장치의 리페어 방법을 도시한 평면도와 단면도이다. [0045]
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专利名称(译) 液晶显示装置，其制造方法及其修复方法

公开(公告)号 KR1020110064584A 公开(公告)日 2011-06-15

申请号 KR1020090121256 申请日 2009-12-08

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 KANG DONG CHUN
강동춘
SEOK DAE YOUNG
석대영
KANG MON SOO
강문수
YOON JAE HO
윤재호
LEE HYUN JEONG
이현정

发明人 강동춘
석대영
강문수
윤재호
이현정

IPC分类号 G02F1/133 G02F1/13

CPC分类号 G02F1/136259 H01L27/1214 H01L27/12 G02F2001/136263 H01L27/124

其他公开文献 KR101225444B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

用途：提供一种液晶显示器及其制造方法及其修复方法，以不产生总像
素区域的缺陷。组成：LCD包括如下。公共线（102b）形成在基板上的
栅极线（102c），栅电极和栅极线的同一层上。在包括栅极线的衬底前
表面上形成栅极绝缘层。形成数据线（108c）以对应于公共线的上部，
并通过与栅极线交叉来限定像素区域。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c910cb6f-028d-4130-8ac8-683f57551a3a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043588406/publication/KR20110064584A?q=KR20110064584A

